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产品开发

通过“电路设计”、“布局”和“生产工艺”实现
设计和生产技术的整合

推出充分利用了散热设计和
封装技术的产品

引领行业的尖端功率半导体

通过开发“创新型功率元器件”，
为实现可持续发展社会做出贡献。

作为半导体和电子元器件制造商，罗姆自成立后60多年以来，

一直秉持“质量第一”的企业目的，为消费电子设备和IT设备、工业设备以及汽车等多个领域源源不断地提供高品质可信赖的产品。

为了实现可持续发展的社会，降低环境负荷与实现碳中和是当务之急。罗姆在所致力的功率半导体（功率元器件）的开发中，通过追求材料、

元器件结构、封装等各种技术的可能性，努力推动着能为构建节能高效的系统做贡献的创新型产品开发。

支持产品开发和稳定供应的是在罗姆集团内部完成从材料阶段到成品的生产工序的“垂直统合型”生产体制。

罗姆在每一道工序上坚持高品质生产，力求卓越的可追溯性管理和供应链的优化，满足市场要求的高品质、高可靠性及稳定的供应。

罗姆将一如既往，在开发满足客户和市场需求产品的同时，继续为社会提供高品质创新型产品，为实现可持续发展的社会做出贡献。

罗姆半导体集团

Elect ron ics  fo r  the  Future

罗姆汇集设计技术、制造技术、质量保证技术等长年培育起来的多种技术，

致力于开发为汽车领域的节能、小型化、安全和放心做出贡献的创新产品。

通过确保高品质、高可靠性、稳定供应的放心生产体制，为汽车的发展做出贡献。

生产体制

解决方案

■

■

■

■

■

■

■
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SiC MOSFET 
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SiC Power Module
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AC-DC Converter IC with 
Built-in SiC MOSFET

P.11
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GaN HEMT

GaN HEMT Power Stage IC

P.26
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GaN Peripheral IC

Gate Driver for GaN HEMT

Controller for GaN HEMT 

IGBT

IGBT-IPM

Si Power MOSFET 

MOS-IPM

“R”是公司最初的主要产品～Resistor(电阻器)的起首字母。字
母R与电阻单位“Ω”(ohm－欧姆)拼在一起，便构成ROHM。
“R”现在还代表“Reliability (可靠性)”。
“质量第一”是ROHM公司一贯性的方针。

通过垂直统合型实现高品质、
高可靠性的产品制造和稳定供应

优异的可追溯性

“长期供货计划”的实施

从电阻器到半导体、模块
品种丰富的产品阵容

提供以功率半导体和模拟半导体为核心的
高效解决方案

以长年积累起来的技术经验提供设计支持

在官网上发布支持内容
以方便进行设计
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QUALITY and STABLE SUPPLY

为了满足对SiC产品不断增长的需求，罗姆正在通过

扩建晶圆生产工厂的生产线和开设新工厂来提高生

产能力。

预计2024年中，宫崎第二工厂的8英寸基板将开始生

产，建立大幅加强SiC产品供应量的生产体制。 

Photo Mask

SiC

Si

Assembly Line

Silicon Ingot

CAD

Wafer

Frame

Frame & Dies

Wafer Process

Packaging

Module

6inch

8 inch

FY24
FY25

FY26
FY27

宫崎第二工厂

2024年中
8英寸基板
将开始生产

垂直统合型生产体制实现的高品质与稳定供应
罗姆始终追求“质量第一”的“产品制造”。

通过在罗姆集团内部完成从材料阶段到成品的生产工序的“垂直统合型”生产体制，构建了可始终保证质量和稳定供应，

即使发生无法预料的灾害也能持续供应的BCM(事业持续管理)体制。

与一般的IC设计商和代工厂不同，罗姆致力于以不易受到自然灾害和人为灾害影响的商业模式为客户稳定供应产品。

为客户稳定供应产品。

此外，罗姆产品可以从实际产品中获取生产信息(生产时间或批次信息)，

实现了所有工序的4M信息(Man、Machine、Material、Method)的可追溯性。

从硅锭拉制
到晶圆制造

原材料的严格把控

硅原石

以日本的生产网点为中心，
运用晶圆工艺开展创新型
元器件制造

晶圆工艺

从IC芯片设计的布局到光掩膜制造，
以贯穿始终的品质管理追求高品质

自产光掩膜

自产模具及引线框架
为确保质量，通过自行生产
部分引线框架及模具，在加
强对外部委托产品的质量管
理的同时，确保了供给的安
全性

封装
具备以先进的组装技术与
高品质的海外生产网点

碳化硅

硅

SiCrystal公司是德国的SiC单晶晶圆制造商，
2009年成为罗姆集团的一员。

SiC单晶晶圆制造商

加强SiC产品的生产能力
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PRODUCT and SOLUTION
以丰富的产品阵容提供优质的解决方案

罗姆的功率元器件除了以Si（硅）和SiC（碳化硅）为材料的元器件外，

还开始了以GaN（氮化镓）为材料的元器件的量产，可根据用途提供最佳解决方案。

P R O D U C T 丰富的产品形态成就广泛业务

在功率半导体方面，罗姆不仅推出了分立式元器件的封装产品，还开发裸片（Bare Die）及模块产品。以面向车载领域的SiC MOSFET为例，凭借丰

富多样的产品形态式和封装，能为OEM厂家、Tier1厂家以及模块厂家等各类客户提供元器件及解决方案。另外，罗姆还提供用于驱动SiC MOSFET

的绝缘栅极驱动器IC及评估板，并为使用裸片的模块设计提供支持。

开发出有利于绝缘设计、确保了大爬电距离的封装

绝缘设计对于以高电压运行的设备至关重要。

罗姆开发出了比传统产品爬电距离更大的封装，提供有助于应用的绝缘设计和安全措施的产品。

“Power Eco Family”助力构建生态系统

罗姆将能够通过提升应用性能和实现最优化从而为生态系统（Ecosystem）构建做出贡献的功率元器件定位为品牌概念“Power Eco Family”。其

旗下有SiC元器件“EcoSiC™”、GaN元器件“EcoGaN™”以及分别作为“EcoIGBT™”和“EcoMOS™”存在于硅功率元器件中的IGBT和高耐压

MOSFET，是解决碳中和等社会问题的生态系统的必备构成要素，罗姆正在探究其特性和解决方案。

Module
模块

Discrete
分立式元器件

Bare Die
裸片

Wafer

从晶圆到元器件设计、封装都可以在公司内部生产工序中完成，
因此通过拓展丰富的产品形态和封装，可为各类客户提供元器件和解决方案。

Customer
客户

OEM厂家

Tier1厂家

模块厂家

“EcoSiC™”、“EcoGaN™”、“EcoIGBT™”、“EcoMOS™”是ROHM Co., Ltd.的商标或注册商标。

产品类别

封装

爬电距离[mm] 4.7

TO-263-7LA (SMD) TO-247-4L (THD) TO-263-2L (SMD) TO-247-2L (THD)
TO-263CA-7LSHYAD

(SMD)

7.8 6.1 5.1 8 (TBD)

SiC MOSFET SiC肖特基势垒二极管

确保爬电距离的封装（SiC功率元器件时）

新产品形状概览（TO-263-2L封装示例）

凹陷形状
已申请设计专利

确保爬电距离 最小爬电距离:5.1mm

100,000

1,000

10,000

10 100 1,000 Operating
Frequency[kHz]

Power Capacity[VA]

Onboard Charger

Refrigerator

Industrial Robot

Air Conditioner

Electric Compressor

Server

Wireless Router

EV

UPS

Adapter

EV Charging Station

Solar Power

Si MOSFET
(Super Junction MOS)

SiC MOSFET

IGBT

GaN HEMT

Power Application Scopes in Transistors

工业设备用 开发中开发中
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Applications

Plant

Server

Safety and SecurityCultural Advancement

Energy Saving Comfortable
Charging 
Station

Power
Generation

Creating Ecosystem by ROHM Power Eco Family

EV

Grid



PRODUCT and SOLUTION
S O L U T I O N

凭借罗姆的综合实力，提供满足应用需求的适合的解决方案。

功率元器件驱动解决方案

除适用于电源及逆变器电路的功率元器件、可驱动元器件的IC等产品外，

还提供适用于系统的电路构成以及技术支持。

-150

-100

-50

0

50

100

150

0 1 2 3 4 5 6 7

罗姆的电机实验工作台评估设备

IGBT

0 1 2 3 4 5 6 7

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100

第4代 SiC MOSFET

长期供货计划

为了满足开发长生命周期设备的客户的需求，罗姆启动

“长期供货计划”。该“长期供货计划”根据生产体制、设备、

原材料采购状况等因素筛选出的产品，设定10年～20年的

供货期限，并在罗姆官网上公布各产品的供应状况和大致

供应期限。截至 2 0 2 4年 7月，罗姆已在该计划中录入了

1 , 8 0 0多种产品，范围从电阻器到半导体元件、I C和

模块。

网上公布的信息（对象产品、供货期限）将每年更新一次，确保

客户可以放心地采用。 您可按产品类别、
型号和大致供货期限进行

参数化查找。

长期供货计划

为了确保您能够放心地将产品用于工业设备等生命周
期较长的设备，罗姆在网站上公布了计划长期供货的
产品以及大致的供货期限。

电机实验工作台实际使用评估

罗姆拥有种类齐全的设备，可在公司内部评估电机实验工作台(产生电机负载)。在这里，通过在测试电机前端连接搭载功率半导体的模块，可以模拟主

机逆变器等xEV应用，测量使用功率半导体时的效率和电费。例如，将IGBT和罗姆第４代SiC MOSFET分别与主机逆变器连接时，可知在电机效率分布

方面，与IGBT相比，连接第４代SiC MOSFET时表示高效率的红色分布更广。基于这些结果，在国际试验“WLTC油耗测试”中进行电费评估时发现，与IGBT相

比，第４代SiC MOSFET最多可节省10%的电费。

第4代SiC MOSFET与IGBT的逆变器效率比较

逆变器效率示意图

转
矩

[N
m

] 逆
变
器
效
率

[%
]

转速[krpm] 转速[krpm]

大幅改善了高转矩、
低转速范围的效率

高效率范围
也得到扩大

[试验条件]
行驶模式：WLTC Class 3b
假想车辆：C级(紧凑型轿车)EV
试验电机：永磁同步电机(100kW、800V)
元器件：SiC vs IGBT(1,200V)

通过高精度仿真，为提高实机评估效率提供支持

新一代功率元器件通过实现开关高速化等，可完成小型、高效率电力电子设计。另一方面，电路板(实机)中的寄生电感的影响日益显著，仅凭一次实

机评估很难充分发挥元器件的性能，需要进行多次实机试制的案例不断增加。因此，在探讨采用元器件过程中，以减少反复进行实机试制次数(返工)

为目的，运用仿真技术的前置工程设计不断发展。罗姆提供解决寄生电感等实机评估问题的高精度仿真模型及工具，有助于提升客户的实机评估效

率及减少开发工时。

负载电机

测试电机Buffer
Clump

Snubber

Isolated DC-DC

Power Device

Current Sense

Isolated Gate Drive

Isolation

DC-DC IC

GDIC

VCC

VEE

Amplifier

Shunt 
Resistor

绝缘DC-DC转换器IC

通过自有的控制技术，即使无
光电耦合器也可实现稳定输
出。 绝缘栅极驱动器IC

为确保安全性，可以在绝缘的
同时，快速、准确地驱动SiC 

MOSFET和IGBT等。

分流电阻器
放大器

低失调运算放大器对超低阻值
分流电阻器检测到的电流值进
行放大，可构建高精度电流检
测解决方案。

SiC MOSFET
SiC功率模块

以各种产品形态提供业界先进的低导通
电阻元器件，为提高系统效率做出贡献。

采用前置工程设计的开发流程

系统设计

部件设计 部件评估

系统评估

基于实机的评估

实机试制

基于仿真
的评估

罗姆通过高精度仿真模型
为提高实机评估效率做出贡献

设计阶段 试制、评估阶段

罗姆提供的高精度
仿真模型及工具
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・进行电路仿真
▶设计模型     (SPICE/PSpice®     LTspice®     PLECS®

            热模型     、 Ray文件    、IBIS模型     )

▶设计计算工具(Calculation Sheet    )

▶ROHM Solution Simulator

▶应用笔记

PRODUCT and SOLUTION

S U P P O R T

电路结构的最佳元器件提案“拓扑选择”

 “参考设计” 是已经对应用进行了电路级评估的设计数据。

电路图、部件表(BOM)、评估数据、电路板的Gerber数据均对外公开，便于设

计时使用。

同时也出售部分电路板，这样客户就无需开发实机测试用的电路板。

已完成评估的设计数据“参考设计”

SPICE/PSpice®

拓扑选择

ROHM Solution Simulator 

无链接的内容请查看各产品页面

・确认市场动向、技术动向
▶White Paper

▶产品目录、宣传册

〈初步探讨、部件选型〉

 “ROHM Solution Simulator”  是在

ROHM官网上提供的一款

免费电子电路仿真工具。

包括从元器件选型和元器件

单独验证到系统级的运行验证的广泛应用。

利用该工具，可以轻松且高精度地对罗姆提供的

功率半导体、驱动和电源等应用领域的各种IC、

以及分流电阻器等无源器件进行一并验证。

200种以上
电路

可同时验证功率半导体和各种IC的“ROHM Solution Simulator”

PSpice®是Cadence Design Systems, Inc的注册商标。LTspice®是Analog Devices, Inc的注册商标。PLECS®是Plexim, Inc的注册商标。

参考设计
“REFRPT001”用参考板

罗姆的官方网站上为客户提供在各个开发阶段解决问题的设计支持内容，

这些资料可以立即获得。

罗姆提供可立即用于客户电路设计的解决方案，包括设计所需的单元产品内容与

可更大限度地发挥功率半导体性能的驱动IC的应用电路等。

根据客户的开发阶段提供设计支持

着手开发

・根据电路拓扑确认推荐元器件
▶拓扑选择

・确认参考设计
▶参考设计

・根据应用确认元器件
▶应用框图

・确认产品的详细特性
▶Data Sheet

▶应用笔记

〈电路设计、仿真〉
▶参考设计
▶ROHM Solution Simulator

・评估产品
▶产品样本、评估板(EVK)

・设计电路板，对试制电路板进行评估
▶PCB库
▶封装信息
▶应用笔记

・进行量产准备
▶环境数据
▶制造工厂信息量产

〈电路板设计、评估〉

〈 量产准备 〉

 “拓扑选择” 针对客户应用中使用的电路结构(拓扑)介绍了最适合的元器件。

通过参考构成电路的元器件组合，可以减少部件选型工时。

参考设计

除了电子电路仿真，还提供进行热、光仿真时所需的热模型、PLECS模型、Ray文

件等各种设计模型。

应用笔记中还介绍了使用方法。

适用于不同工具和用途，提供各种设计模型

非加密SPICE

PLECS®

仅限功率半导体

热模型

IBIS模型
EEPROM等

LTspice®

仅限半导体元件

Ray文件
仅限光学产品

STEP1

STEP2 STEP3

STEP5

STEP4

选择解决方案电路

在解决方案电路中
选择元器件和变更数值

执行仿真和结果监测

将电路复制到外部PQ-E工具
并自行编辑

订购样品

AC-DC

Boost PFC Interleaved Boost PFC Totem-Pole Bridgeless PFC
(Diode Rectification)

Totem-Pole Bridgeless PFC
(Synchronous FETs)

DC-DC

Phase Shifted Full Bridge Converter
(Diode Rectifier)

LLC Converter
(Full Bridge, Synchronous FETs)

Phase-Shifted Full Bridge Converter
(Synchronous FETs)

LLC Converter
（Full Bridge, Diode Rectifier）
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https://www.rohm.com.cn/search/application-notes/-/application-notes/search?DocType=Thermal%20Model&utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=67P7390
https://www.rohm.com.cn/search/application-notes/-/application-notes/search?DocType=Ray%20File&utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=67P7390
https://www.rohm.com.cn/search/application-notes/-/application-notes/search?DocType=IBIS%20Model&utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=67P7390
https://www.rohm.com.cn/search/application-notes/-/application-notes/search?DocType=Calculation%20Tools&utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=67P7390
https://www.rohm.com.cn/solution-simulator?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=67P7390
https://www.rohm.com.cn/topology?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=67P7390
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https://www.rohm.com.cn/search/application-notes/-/application-notes/search?DocType=Ray%20File&utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=67P7390
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SiC半导体禁带宽度大的另一个优点是可在高温下工作。
普通的Si半导体的工作极限温度为150℃，而SiC半导体可以在200℃以上的温度下
工作。
这将为系统散热设计和热安全性提供新的思路。
例如，可以将元器件装入电动汽车的轮毂电机中，或者可在变频设备等中缩小冷却系
统的尺寸。

SiC半导体由于可以在高电压下进行高速开关，因此可以降低构成开关电源电路和逆
变器电路的电感器和电容器的阻抗。
也就是说，由于可以用小型元件构成电路，因此也可以使系统小型化。

高耐压 低损耗

耐热性

高效节能的关键元器件

即使在高温环境下也能稳定工作

电路的小型化

高频驱动

使用了SiC（碳化硅）材料的半导体比Si（硅）半导体具有更大的禁带宽度，绝缘击穿场
强是Si半导体的10倍以上。
因此，Si-MOSFET的工作电压高达1,000V，而SiC MOSFET的工作电压更是高达3,000V。
此外，SiC MOSFET不仅可在高电压下降低导通电阻，而且具有启动和关断时损耗低
的特点。
可以说是真正适用于高效节能的关键元器件。

SiC功率半导体有助于缩小整机尺寸并为节能做贡献
世界各国正在为实现“碳中和”目标而采取各种举措，其中电能设备的节能化和高

效化成了一大课题。

尤其是从使用化石燃料的发动机汽车向电动汽车（EV）的转换、支持推动数字转型

（DX）的5G通信基站和数据服务器、技术创新活跃的工业设备等方面，更加节电

的系统需求变得迫在眉睫。

使用电能时，会进行各种功率转换，而转换效率对于节能非常重要，因此实现了大

幅节能和高效率的SiC功率半导体备受关注。

罗姆在业界率先致力于SiC功率半导体的量产和稳定供应，以创新技术和功率元器

件产品为解决社会课题做出贡献。

罗姆的SiC功率半导体

在功率半导体方面，罗姆不仅提供以硅为材料的高耐压IGBT、MOSFET和二极管（SBD、FRD），同时还致力于以SiC为材料的SiC MOSFET和SiC SBD的

开发。自2010年在全球率先开始量产SiC MOSFET以来，罗姆自主开发了从SiC晶圆制造到新元器件结构、制造工艺、封装和质量管理方法的SiC元器

件发展所必需的技术，在技术创新和产品研发上持续引领着整个行业。

功率半导体具有各自的特点，因此最佳解决方案会根据客户和应用需求而异。罗姆通过将各种功率半导体（功率元器件）与能够最大限度地发挥

其性能的模拟IC相结合，可提供丰富的电源解决方案。

SiC Power Devices

SiC Related ProductSiC Peripheral IC GaN Power Device GaN Peripheral IC Si Power Device 

Breakdown Electric Field
(V/cm)

Bandgap(eV)

Melting Point(˚C)

Saturated Elecron Drift Velocity
(×107cm/s)

Thermal Conductivity
(W/cm∙k)

2

1K
1

1

105

106

3

3

3K

4

10×

10×

3× 3×

3×

1/10th
高耐压

高散热

耐热性
高频率

高温工作

低损耗

SiC

Si

SiC Power Device

100,000

1,000

10,000

10 100 1,000 Operating
Frequency[kHz]

Power Capacity[VA]

Electric Compressor

Si MOSFET
(Super Junction MOS)

IGBT

GaN HEMT

Onboard Charger

EV Charging Station

Onboard Charger

UPS

EVSolar Power

Refrigerator

Air Conditioner

Industrial Robot

Server

Wireless Router
Adapter

SiC MOSFET

Power Application Scopes in Transistors

与硅的物质特性比较

SiC功率元器件
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自2010年在全球率先开始量产SiC MOSFET以来，2012年又在全球率先量产“全SiC”功率模块、

2015年在全球率先量产采用了沟槽结构的SiC MOSFET（第3代），始终推动着引领行业的SiC元器件的技术开发。

着眼于SiC的先进性，以领先一步的研发成为业界翘楚

2002～
开始SiC MOSFET的基础实验
（2002年6月）

开发SiC MOSFET的
原型
（2004年12月）

2005～
SiC MOSFET样品出厂
（2005年11月）

发布世界超小的低导通电阻3.1mΩcm2的
SiC MOSFET
（2006年3月）

2007
罗姆、京都大学、东京电子发布
SiC外延薄膜的量产技术（2007年6月）

试制大电流SiC MOSFET和SiC SBD
（肖特基势垒二极管）。
实现300A（2007年12月）

2012
在全世界率先量产由SiC SBD和SiC 
MOSFET构成的“全SiC”功率模块❻
（2012年3月）

SiC MOS模块开始量产
（2012年12月）

车载用SiC SBD产品开始量产
(2012年9月)

2013
由ENEGATE、ROHM、关西电力
三家公司联合试制使用全SiC功
率模块的不间断电源装置
(2013年6月)

2015
沟槽结构
SiC MOSFET
开始量产
（2015年6月）

2008

20% Duty Cycle

Max Temp = 250.8℃

80% Duty Cycle

20% Duty Cycle

80% Duty Cycle

2010
确立SiC元器件一贯制生产体制。
SiC SBD量产开始❹
（2010年4月）

成功开发出世界先进的可内置于电机的
SiC沟槽型MOSFET、SiC SBD模块
（2010年10月）

SiC MOSFET量产开始
（2010年12月）

2009
将SiC晶圆制造商SiCrystal公司
纳入集团旗下公司❸
（2009年7月）

实现世界先进的低电阻SiC沟槽型
MOSFET的大电流化
（2009年10月）

2011
开发出世界先进的高温（225℃）
条件下工作的传递模塑
SiC功率模块❺
（2011年10月）

APEI（Arkansas Power 
Electronics International）和
ROHM开发出高速、大电流
（1000A级）的SiC沟槽型
MOS模块
（2011年10月）

To the future

1990～

2002
2005

2006

2009
2008

2007

2010
2011

2012

2013

2015

2020

2023
2024

2025

2inch

3 inch

4 inch

8inch

6 inch

2020
开发第4代沟槽结构
SiC MOSFET

2024
封装型模块TRCDRIVE pack™
量产开始❼
（2024年6月）

2025
第5代 
SiC MOSFET开发计划

世界
先进

世界
先进世界

先进

日产汽车与罗姆合作开发新结构的
SiC二极管（2008年4月）

发布世界超小的低导通电阻
1.7mΩcm2的SiC沟槽型MOSFET
（2008年9月）

日产汽车将使用了罗姆SiC二极管的逆变器搭载于燃料电池车上进
行行驶实验（2008年9月）
本田技术研究所与罗姆试制面向混合动力车的SiC功率模块❶
（2008年9月）

试制使用SiC元器件的高温功率模块，并发布了250℃条件下的工作
演示❷（2008年10月）

TRCDRIVE pack™是ROHM Co., Ltd.的商标或注册商标。

SiC Related ProductSiC Peripheral IC GaN Power Device GaN Peripheral IC Si Power Device SiC Power Device

SiC功率元器件

有关SiC的
技术动向

❶

❷

❸

❺

❼

❻

❹
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SCT4013DE

SCT4026DE/SCT4026DEHR

SCT4045DE/SCT4045DEHR

SCT4018KE

SCT4036KE/SCT4036KEHR

SCT4062KE/SCT4062KEHR

SCT4013DR

SCT4026DR/SCT4026DRHR

SCT4045DR/SCT4045DRHR

SCT4018KR

SCT4036KR/SCT4036KRHR

SCT4062KR/SCT4062KRHR

SCT4013DW7

SCT4026DW7/SCT4026DW7HR

SCT4045DW7/SCT4045DW7HR

SCT4018KW7

SCT4036KW7

SCT4062KW7/SCT4062KW7HR

SCT4026DWA/SCT4026DWAHR

SCT4045DWA/SCT4045DWAHR

SCT4062KWA/SCT4062KWAHR

第4代SiC MOSFET产品阵容（分立式）
插件型 表面贴装型

13

26

45

18

36

62

750

1,200

TO-247(TO-247N)

16.0×41.0×5.0[mm] 16.0×41.0×5.0[mm] 10.2×15.4×Max 4.7[mm] 10.2×15.4×Max 4.7[mm] 10.05×28.65×4.44[mm] 10.05×28.65×4.45[mm] 10.1×28.97×4.7[mm] 16.0×41.0×5.0[mm] 10.1×15.1×Max 4.7[mm] 10.01×15.1×Max 4.7[mm]

TO-247-4L TO-263-7L TO-263-7LA
确保爬电距离

VDS 
[V]

RDS(on)

(Typ)
[mΩ]

注：产品名称后带HR的产品为车载级产品（符合 AEC-Q101）。封装按照JEDEC标准进行标识。（   ）内表示ROHM封装。

SCS3xxAG SCS2xxAG

SCS2xxKG

SCS3xxAM SCS2xxAE

SCS2xxAEHR

SCS2xxAE2

SCS2xxAE2HR

SCS2xxKE2

SCS2xxKE2HR

SCS2xxAJ

SCS2xxAJHR

SCS3xxAJ

SCS2xxAN

SCS2xxANHR

SCS2xxKN

SCS2xxKNHR

SiC肖特基势垒二极管产品阵容（分立式）
插件型 表面贴装型

650

1,200

TO-220AC
(TO-220ACGE)

TO-220AC
(TO-220ACG)

TO-220FM
(TO-220FM-2LGE)

TO-247
(TO-247N)

TO-263AB
 (LPTL)

TO-263-2L
确保爬电距离

VRS 
[V]

注：产品名称后带HR的产品为车载级产品（符合 AEC-Q101）。封装按照JEDEC标准进行标识。（   ）内表示ROHM封装。

SiC Schottky Barrier DiodeSiC MOSFET
SiC肖特基势垒二极管

大幅度降低开关损耗
罗姆的SiC肖特基势垒二极管比Si FRD（快速恢复二极管）具有更短的反向恢复时间

(trr)和更低的VF特性，从而降低了开关损耗，适用于PFC电路和逆变器。
*裸片请咨询销售人员。

导通电阻比较
（第4代SiC MOSFET vs 第3代SiC MOSFET）

第4代SiC MOSFET与IGBT的电费比较

电
费

[k
m

/k
W

h
] 电

费
节
省
率

[％
]

市区模式 郊区模式 高速公路模式 1循环
（Total）

1循环
（Total）

按国际标准“WLTC油耗测试”计算
*本测试中，WLTC周期测试为一个周期（总计）

12

10

8

6

4

2

0

12

10

8

6

4

2

0

10%

6%
3%

5%

[试验条件]
行驶模式：WLTC Class 3b
假想车辆：C级（紧凑型轿车）EV
试验电机：永磁同步电机
                （100kW, 800V）
元器件：SiC vs IGBT（1200V）

IGBT

第4代SiC MOSFET

SiC电费节省率

开关损耗比较
（第4代SiC MOSFET vs 第3代SiC MOSFET）

为了实现以“碳中和”为首的降低环境负荷的目标，汽车领域正在

推进节能、小型、轻量化驱动系统的开发。尤其是电动汽车（EV），

为了延长续航里程、实现车载电池的小型化，作为驱动中枢的牵引

逆变器的高效化成了当务之急，因此对SiC功率元器件寄予了厚望。

市场背景和第4代SiC MOSFET
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0
8 10 12 14 16 18 20 22

第4世代
40%減

Ta=25°C
Pulsed
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漏
极
、源
极
间
导
通
电
阻

R
D

S（
o

n）
[m
Ω

]

栅极、源极间驱动电压
 VGS[V]  

第3代

第4代
减少40%

Ta=25°C
Pulsed

导通电阻

短
路
耐
受
时
间

改善短路耐受性与
导通电阻权衡的示意图

第2代
第4代

Good!

第3代

与IGBT相比，第4代SiC MOSFET在市区
模式下节省了10%的电费，总体节省了6%。

特  点

●与FRD相比，反向恢复时间（trr）短，
   反向恢复电荷（Qrr）小，降低了开关损耗
●实现了低VF化和高浪涌电流耐量
●提供从TO-263到TO-220的丰富封装产品
●有助于绝缘设计的确保爬电距离封装TO-263-2L

进一步升级罗姆自有的双沟槽结构，
实现业内超低导通电阻
罗姆的第4代SiC MOSFET与传统产品相比，改善了短路耐受时间，并且成功实现了业

内超低导通电阻。这将有助于逆变器和开关电源等应用的低功耗和小型化。

*裸片请咨询销售人员。

特  点

●与传统的第3代产品相比，改善了短路耐受时间
●导通电阻降低约40%，开关损耗降低约50%

●提供表面贴装封装和插件型封装

随着元器件工艺的更新换代实现了低VF化

12

10

8

6

4

2

0

–2

–4

–6
100

时间[nsec.]

200

SiC SBD

Si FRD

电
流

[A
] 损耗

降低约60%

VR=400V
di/dt=350A/μsec.

开关波形（600V/10A产品）
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4 
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产品的更新换代和低VF化
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低VF、高浪涌电流耐量
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]

第3代
SCS310Ax

Low VF and High IFSM

 

第2代
SCS210Ax
Low VF

 
 第1代

SCS110Ax 
 

其他公司
产品特性

 

(650V/10A产品)(Ta=150˚C)

第2代

第1代

第3代
SCS310Ax

SiC Related ProductSiC Peripheral IC GaN Power Device GaN Peripheral IC Si Power Device SiC Power Device

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2

0 5 10 15

开
关
损
耗

E
to

ta
l[m

J]

di/dt[kA/µs]

第3代

第4代

减少50%

[Conditions]
VDSS: 600V
ID: 136A
Tj: Room Temp.
VGS（-）=0V, VGS（+）=18V

SiC功率元器件
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TRCDRIVE pack™产品阵容

型号 VDSS

[V]
RDS(on)

[mΩ]
DC Current

[A]*1
AC Current

[A]*2

模块型 拓扑 AQG 324
Quali�ed

Tj

[˚C]
内置

MOSFET
散热片的接合方法

绝对最大额定值(Tj＝25˚C)

SiC Power Module
SiC功率模块

SiC功率模块（封装型）

插件型封装模块

HSDIP20封装

作为SiC功率元器件的领军企业，2012年罗姆率先在业

界实现了壳体型全SiC功率模块的量产。近年来，罗姆致

力于兼顾小型化和生产率的封装型模块的产品化，并已

开始量产。通过扩充这些产品阵容，将为各种应用和需

求提供适合的电源解决方案。

TRCDRIVE pack™是充分利用罗姆自有的封装技术，专为牵引逆变器的驱动电路

而开发的小型、单面高散热的封装型模块。

还提供用于双脉冲和三相全桥的可立即评估的评估套件。

OBC（车载充电器）、DC-DC等电流带使用的SiC功率元器件主要是TO-247、TO-263封装等分立式产品，但如果能将大功率电路模块化，就能实现应

用的小型化和轻量化。这里介绍罗姆面向OBC/DC-DC等生产的插件型封装模块。

HSDIP20是专用于OBC和DC-DC的特殊功能产品，实现了业界超小级别的模块尺寸。除了三相PFC电

路（6个）、LLC电路（4个）等适合OBC/DC-DC各拓扑的6in1和4in1模块外，还备有适合无桥图腾柱PFC

的Hybrid模块（36mΩ×4个 + 18mΩ×2个）系列，可提供满足客户需求的模块。

TRCDRIVE pack™

小型、高电流密度的模块
为牵引逆变器的发展做贡献

*有关SiC功率模块（封装型）的详细内容，请咨询销售人员。

*有关SiC功率模块（封装型）的详细内容，请咨询销售人员。

Vsurge[V]
500

0

5

10

15

20

25

E
of

f[
m

J]

4003002001000

Case Module：10nH

VDS : 600V
IDS : 400A
Tj : RT
VGS(CASE) : 18V/0V
VGS(TRCDRIVE pack™) : 18V/0V

以往产品与TRCDRIVE pack™的开关损耗比较

TRCDRIVE pack™：5.7nH

*1 Tc=60℃, VGS=18V  *2 Tf=65℃, VDC=800V/500V, fsw=10kHz, Modulation=0.9, Power factor=0.9      ☆：开发中

41.6mm 52.5mm

BST500D08P4A104

BST500D08P4A114

BST400D12P4A101

BST400D12P4A111
BST740D08P4A154
BST1040D08P4A156
BST740D08P4A164
BST1040D08P4A166
BST580D12P4A151
BST780D12P4A153
BST580D12P4A161
BST780D12P4A163

Small

Large

−40 to +175

750 2.0
417

429

326

336

750

1,200 2.8

1.4
1.0
1.4
1.0
1.9
1.2
1.9
1.2

634
736
659
771
475
571
494
593

506

394

738
1,039

738
1,039

575
778
575
778

1,200

Half bridge

YES

TIM: heat
dissipation sheet

TIM: heat
dissipation sheet

TIM: heat
dissipation sheet

TIM: heat
dissipation sheet

4th Gen
SiC

MOSFET

Ag Sinter

Ag Sinter

Ag Sinter

Ag Sinter

28

6
7

9
10

11

12

4,5

1,3

NTC

A type (Small)

A type (Large)

58.6mm 52.5mm

☆

☆

☆
☆
☆

☆
☆
☆

为OBC/DC-DC电路拓扑的小型化做贡献

DOT-247封装

DOT-247 是采用半桥电路配置，包含两个 SiC MOSFET的模块。相对于由2个TO-247

封装构成的同一电路，由于上下MOSFET可以靠近配置，因此可降低寄生电感并最

大限度地发挥SiC MOSFET的高速开关性能。除半桥外，还可构成源极公共电路和

斩波电路，与其他公司相比，最多可将Ron降低57%。

适合FCV涡轮增压器和OBC/DC-DC大容量趋势

单位(mm)

在1个封装中实现6.6kW级OBC两相图腾柱PFC的示例

将2个SiC MOSFET置换为DOT-247

HSDIP20封装Hybrid模块内部电路 两相图腾柱PFC拓扑

Hybrid 
module

36mΩ 36mΩ
18mΩ

36mΩ 36mΩ
18mΩ

IAC (20 to 30Arms)

=2 ×IAC (40 to 60Arms)

Fast sw: 36mΩ Fast sw: 36mΩ

Slow sw: 18mΩ

实际安装

分立式元器件
TO-247-4pin

10A 100A 200A 600A 1,000A Current

Size

Case type Module

TRCDRIVE pack™ 

DOT-247
HSDIP20

Mold type Module Available

PV inverter (Central)Traction InverterServerOBC/DC-DCCharging
station

特  点

●以低电感实现高电流密度
●易于贴装的小型、单面高散热性封装型模块
●与壳体型相比，实现了高生产率
●采用press �t pin，实现了封装的小型化

特  点

●适合OBC/DC-DC各拓扑的产品系列
●通过优化内部布局和端子配置，实现了同行业同等产品中的超小级别的小型化
●散热焊盘部分采用高导热性AlN绝缘结构，便于进行高散热设计

特  点

●SiC MOSFET的半桥或共源配置
●通过采用无孔型封装，可应对100～200A级的大电流
●提高散热性能
●可高速开关

MOLD TYPE

MOLD TYPE

“TRCDRIVE pack™”是ROHM Co., Ltd.的商标或注册商标。

SiC Related ProductSiC Peripheral IC GaN Power Device GaN Peripheral IC Si Power Device SiC Power Device

罗姆的SiC功率模块产品组合

将端子变更为Press fit pin，实现小型化

HSDIP20 外形尺寸图

降低
开关
损耗

31
.3

38
29.4

12
.9

pin1

pin7

DOT-247-7L pin

23.5 m
m

31.5 mm

3

pin
1

2

4

5

6
7

Half-bridge

Common Source
3

pin
1

2 4

pin
7

6

5

Press fit pin与模件封装的融合

Press fit pin删减的端子

*已获得专利

尺寸缩小
28%

SiC功率元器件
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BSM080D12P2C008

BSM120D12P2C005
BSM120C12P2C201

BSM180D12P2C101

BSM180D12P3C007

BSM180C12P3C202

34

20

12.8

12.2

10

7.3

6.3

5.75

5.55

4.5

4

3.3

3

2.7

8

BSM180C12P2E202
BSM180D12P2E002

BSM300D12P2E001

BSM300C12P3E201
BSM300C12P3E301

BSM300D12P3E005

BSM250D17P2E004

BSM400D12P2G003

BSM400D12P3G002

BSM300D12P4G101

BSM450D12P4G102

BSM600D12P3G001

BSM600D12P4G103

全SiC功率模块产品阵容
壳体型

1,200

1,700

C type E type G type

VDSS 
[V]

RDS(on)

[mΩ]

122.0×45.6×Max 17.5[mm] 152.0×57.95×Max 18.0[mm] 152.0×62.0×Max 18.0[mm]

SiC功率模块（壳体型）

这是自2012年世界先进的全SiC功率模块实现量产
以来一直深受客户欢迎的畅销系列
与同水准的Si-IGBT模块相比，SiC功率模块可大幅降低开关损耗。此外，还可用

于超过100kHz的高频动作，因此适用于车载和工业设备的各种应用。

开关损耗比较

IGBT 1,200V 100A Full SiC 1,200V 100A

D
is

si
p

at
io

n 
p

er
 A

rm
[W

]

Carrier Frequency = 20kHz

0

50

100

200

150

Switching
loss

Conduction
loss

与Si-IGBT相比，
降低约80%的
开关损耗

内部电路示例（半桥电路）

G1

G2

D1

S2
SS2

SS1
S1D2

Thermistor for
temperature 
monitoring
(BSM300D12P2E001 etc.)

SiC MOSFET

SiC MOSFET SiC SBD

SiC SBD

“REFPDT007”在逆变电路中利用了SiC MOSFET的高频开关性能的trans-link交错型电

路拓扑结构，实现了在5kW时高达99%以上的功率转换效率。

对于通过减少电抗匝数和降低铜损而实现高效率的全新电路拓扑，贴装了SiC MOSFET

（SCT3017AL、SCT3030AL）。

通过99.0%（同为51W）的高效率工作来抑制发热，无需配备冷却风扇，通过小型散热片即

可达到冷却效果。

此外，由于电路拓扑为交错型，因此表观开关频率成倍增加，再加上平滑滤波器的小型化，

尺寸和重量均减少到了传统全桥型的一半。

搭载了SiC MOSFET的5kW高效无风扇逆变电路
参考设计“REFPDT007”

参考板名称

VIN

VOUT

IOUT

fsw

IOUT pp / IOUT peak

Bm Max

规格

REFPDT007-EVK-001

DC320V

AC200V

AC25A

40kHz

小于0.2

小于0.15T

*本参考板由三块电路板构成。

参考板名称

REFPDT007-EVK-001A

REFPDT007-EVK-001B

REFPDT007-EVK-001C

内容

Power Stage

Controller Board

Aux Power Supply

97

97.5

98

98.5

99

99.5

100

0 1 2 3 4 5 6

REFPDT007

Inverter B

Inverter C

E
f�

ci
en

cy
 [%

]

Output Power [kW]

设计数据示例: REFPDT007-EVK-001A 

REFPDT007效率图表

以POUT为指标的逆变器效率比较

电路图 部件表 布局

Inverter B：使用了Si-IGBT的传统全桥逆变器
Inverter C：使用了SiC MOSFET的传统全桥逆变器

5kW高效无风扇逆变电路
参考设计“REFPDT007”

参考板示意图

特  点

●与IGBT模块相比，开关损耗最多减少80%

●由于SiC元器件的特性，可高速开关
●600A级别的大电流规格
●备有半桥型和升降压斩波型

近年来，电动汽车（EV）牵引逆变器等并联连接多个SiC MOSFET元件（裸片）的功

率模块被使用的情况越来越多。

另一方面，当并联连接SiC MOSFET等高速元件使用时，元件之间会发生并联驱动

振荡。如果发生振荡，元件可能会被破坏，因此抑制振荡的措施是市场的一个重要课

题。

本应用笔记解释了如何有效抑制功率模块的振荡。

SiC模块并联驱动振荡的抑制方法
SiC MOSFET裸片应用笔记

技术支持

CASE TYPE

SiC Related ProductSiC Peripheral IC GaN Power Device GaN Peripheral IC Si Power Device SiC Power Device

SiC功率元器件
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内置绝缘元件的栅极驱动器IC产品阵容

型号 封装

BM6101FV-C
BM6102FV-C
BM6104FV-C
BM6108FV-LB
BM6109FV-C
BM6112FV-C
BM60052AFV-C
BM60054AFV-C
BM60055FV-C
BM60059FV-C
BM60060FV-C
BM60068FU-C
BM6112HFV-C
BM61M22BFJ-C
BM61M41RFV-C
BM61S40RFV-C
BM61S41RFV-C

4.5 to 5.5

4.5 to 5.5

4.5 to 5.5

4.5 to 5.5

4.5 to 5.5

4.5 to 5.5

  4 to 32

  4 to 32

4.5 to 30

4.5 to 24

  8 to 24

4.5 to 5.5

4.5 to 5.5

4.5 to 5.5

4.5 to 5.5

4.5 to 5.5

4.5 to 5.5

14 to 24

14 to 20

10 to 24

10 to 24

14 to 18

14 to 20

10 to 20

10 to 20

  9 to 24

14 to 24

13.5 to 24   

14 to 20

14 to 20

  9 to 24

  9 to 24

16 to 20

16 to 24

−12 to 0

—

−12 to 0

−12 to 0

—

−12 to 0

−12 to 0

−12 to 0

—

—

—

−12 to 0

−12 to 0

—

—

—

—

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

3,750

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

3,750

3,750

2,500

3,750

3,750

3,750

350

200

150

150

700

150

120

120

250

450

210

150

150

60

65

65

65

180

100

90

90

600

90

90

90

170

400

90

90

90

60

60

60

60

3

3

3

5

4.5

20

3

3

5

10

9

6

20

2

4

4

4

−40 to +125

−40 to +125

−40 to +125

−40 to +105

−40 to +125

−40 to +125

−40 to +125

−40 to +125

−40 to +125

−40 to +125

−40 to +125

−40 to +125

−40 to +125

−40 to +125

−40 to +125

−40 to +125

−40 to +125

SSOP-B20W

SSOP-B20W

SSOP-B20W

SSOP-B20W

SSOP-B28W

SSOP-B28W

SSOP-B28W

SSOP-B28W

SSOP-B28W

SSOP-B28W

SSOP-B28W

SSOP-C38W

SSOP-B28WR6

SOP-JW8

SSOP-B10W

SSOP-B10W

SSOP-B10W

YES

YES

YES

—

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

输入侧
电源电压

[V]

输出侧
电源电压

[V]

输出侧
负电源电压

[V]

输入输出
延迟时间

[ns]

最小
输入脉宽

[ns]

绝缘电压
[Vrms]

输出电流
[A]

工作温度
[˚C]

支持车载
AEC-Q100

内置1,700V耐压SiC MOSFET的AC-DC转换器IC产品阵容

型号 封装

BM2SCQ121T-LBZ
BM2SCQ122T-LBZ
BM2SCQ123T-LBZ
BM2SCQ124T-LBZ
BM2SC121FP2-LBZ
BM2SC122FP2-LBZ
BM2SC123FP2-LBZ
BM2SC124FP2-LBZ
BM2SC125FP2-LBZ

15 to 27.5

15 to 27.5

1,700

1,700

QR

QR

120

120

1.12

1.12

—

—

✓

✓

—

✓

Latch

Latch

Auto Restart

Auto Restart

Latch

Auto Restart

Latch

Auto Restart

Latch

Auto Restart

Latch

Auto Restart

Latch

Auto Restart

Latch

Auto Restart

TO220-6M

TO220-6M

TO220-6M

TO220-6M

TO263-7L

TO263-7L

TO263-7L

TO263-7L

TO263-7L

电源电压
[V]

SiC MOSFET
VDS

(Max)[V]
控制方式 导通电阻

[Ω]

急剧过电流
限制器

[A]

最大频率
[kHz] 

OCP
转换功能

VCC OVP
保护

BR
UVLO

FB
OLP保护

ZT OVP
保护

支持SiC MOSFET驱动的AC-DC控制器IC（绝缘DC-DC控制）产品阵容

型号 封装

BD7682FJ-LB
BD7683FJ-LB
BD7684FJ-LB
BD7685FJ-LB

15 to 27.5 QR 120 Latch

Auto Restart

Latch

Auto Restart

Latch

Latch

Auto Restart

SOP-J8

SOP-J8

SOP-J8

SOP-J8

电源电压
[V]

控制方式

—

启动电路

—

启动电流
[mA]

最大频率
[kHz] 

✓

频率
降低功能

✓

AC电压
校正

VCC OVP
保护

FB
OLP保护

ZT OVP
保护

内置绝缘元件的栅极驱动器IC

实现了除IGBT、Si-MOSFET驱动之外，也适用于SiC MOSFET的高速工作
罗姆通过运用自有的微细加工技术，开发出片上变压器工艺。

成功实现小型但内置绝缘元件的栅极驱动器的产品化。

内置SiC MOSFET的AC-DC转换器IC

可实现高效节能和小型化的AC-DC转换器IC

本产品是业界先进的（2019年）将具有压倒性省电性能的SiC MOSFET和适合工业设备辅助电源的控制电路集成到1个封装中的

IC，使得节能AC-DC转换器的开发工作变得极为容易。针对交流400V工业设备的辅助电源，可提供高效节能、小型且高可靠性

的解决方案。

SiC MOSFET驱动用AC-DC控制器IC

面向采用SiC MOSFET的AC-DC转换器简单化的IC

罗姆在功率元器件和模拟 IC开发这两方面均具有优势，为了通过SiC 

MOSFET普及高效率AC-DC转换器，开发出了BD768xFJ。截至2015

年，使用了SiC元器件的AC-DC转换器一般都是由分立式元件构成，而

BD768xFJ则在控制IC领域开创了先河。

参数

输入电源电压

输出电源电压

输出VEE电压

工作温度范围

VCC1

VCC2

VEE2

Ta

＋4.5

＋14

－12

－40

＋5.5

＋24

±0

＋125

V

V

V

℃

符号 Min Max 单位

推荐工作范围（例：BM6101FV-C）

IPM工作波形（例：BM6101FV-C）

〈Conditions〉 罗姆的SiC IPM　 VCC1＝5.0　VCC2＝18V　VEE２＝-5V　VPN＝800V　Ta=25℃　

2µs/div.

IN（10V/div.）

SiC FET栅极
（20V/div.）

Id（500A/div.）

800V 
400A

SiC FET漏极
（500V/div.）

栅极
驱动器IN 

g 
d 

s 

P

N 

SiC MOSFET

SiC SBD 

800V 

18V 

5V 

5V 

可保持800V/400A
输出的稳定驱动

AC-DC转换器中硅和SiC效率比较
*各AC-DC转换器IC均可发挥出MOSFET实力（罗姆调查数据）

78.5%78.5%

83.5%

减少28%

功
率
转
换
效
率

[％
]

输出功率[W] 输入输出条件：VIN=380Vac, VOUT=24V

0 12 24 36 48

90

88

86

84

82

80

78

76

74

72

70

按功率损耗计算

内置SiC MOSFET的AC-DC转换器IC

硅MOSFET和驱动用控制IC

显著改善
48W时，

效率提高5％

TO220-6M
10.0×24.8×4.5[mm]

TO263-7L
10.18×15.5×Max 4.56[mm]

SOP-J8
4.9×6.0×Max 1.65[mm]

特  点

●输入输出延迟时间为Max 60ns的高速工作
●使用无铁芯变压器，实现了2,500Vrms/3,750Vrms的绝缘电压
●利用自有的噪声消除技术实现了高CMR（消除共模噪声）
●将支持高VGS、负电源的产品纳入阵容
●小型封装产品
　（SOP-JW8：4.9×6.0×Max 1.65[mm]）
　（SSOP-B20W：6.5×8.1×Max 2.01[mm]）
　（SSOP-B10W：3.5×10.2×Max 1.9[mm]）

特  点

●高耐压1,700V SiC MOSFET和控制IC一体化封装产品
●大幅减少外围元件数量（可将12个产品+散热板减少到1个产品）
●低损耗SiC MOSFET可降低系统功耗
●通过减少元件数量及IC的保护功能为提高系统的可靠性作出贡献
●将散热板支持的插件型封装和支持自动贴装的表面贴装封装纳入产品
　阵容

特  点

●支持AC-DC电路的高耐压SiC MOSFET驱动
- 通过将Si-MOSFET换成SiC MOSFET，最大可提高5%的效率
- 可实现电路及散热元件的小型化

●搭载多个在高电压AC690V下也能工作的保护功能

Isolated Gate Driver IC AC-DC Converter IC with Built-in SiC MOSFET

for SiC MOSFET DriveAC-DC Controller IC

罗姆提供能最大限度发挥SiC功率元器件性能的模拟IC。
尤其是在AC-DC转换器方面，领先业界开发出了SiC MOSFET用的电源IC。

SiC Related Product GaN Power Device GaN Peripheral IC Si Power Device SiC Power Device SiC Peripheral IC GaN Power Device GaN Peripheral IC Si Power Device SiC Power DeviceSiC Peripheral IC

SSOP-B20W
6.5×8.1×Max 2.01[mm]

SSOP-B28W/SSOP-B28WR6
9.2×10.4×Max 2.4[mm]

SSOP-C38W
10.0×10.4×Max 2.4[mm]

SOP-JW8
4.9×6.0×Max 1.65[mm]

SSOP-B10W
3.5×10.2×Max 1.9[mm]

SiC Related Product

SiC元器件周边IC SiC元器件相关产品
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https://www.rohm.com.cn/products/power-management/gate-drivers/isolated-gate-drivers?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=67P7390
https://www.rohm.com.cn/products/power-management/ac-dc-converters-ics/ac-dc-converters-ics-pwm-qr?WithStandVoltage_num=1700.0&utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=67P7390#parametricSearch
https://www.rohm.com.cn/products/power-management/ac-dc-converters-ics/ac-dc-converters-ics-pwm-qr?page=1&SearchWord=bd768&utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=67P7390#parametricSearch
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Air Conditioner
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EV Charging Station

Solar Power

Si MOSFET
(Super Junction MOS)

SiC MOSFET

IGBT

GaN HEMT
Server

Wireless Router
Adapter

Power Application Scopes in Transistors

GaN HEMT产品阵容（650V耐压、150V耐压）

型号 规格 封装

GNP1xxxTC
GNP2xxxTEC
GNP20xxTD
GNE10xxTB

Standard

Standard

Standard

Standard

650

650

650

150

150, 70

130, 70, 50

70, 50, 25

40, 8.5

6

6

6

8

DFN8080

DFN8080

TOLL

DFN5060

VDS

[V]
RDS(on)

[mΩ]
VGS Maximum Rating

[V]

注：产品名称中的“xxx”和“xx”取决于RDS(on)值的整数部分（例如: 150mΩ=GNP1150TC、8.5mΩ=GNE1008TB）

DFN8080
(Pin assign

lineup available)

8.0×8.0×Max 0.9[mm]

TOLL
9.9×11.68×Max 2.4[mm]

DFN5060
5.0×6.0×Max 1.0[mm]

功率元器件根据材料和元件结构不同，功率容量和工作频段也不同。

GaN HEMT是由GaN（氮化镓）材料制成的功率元器件，由于具有低导通电阻和出色的高速开关性能，因此有助于降低各种电源的

功耗和实现外围元件的小型化。

作为为实现社会生态系统做贡献的EcoGaN™品牌产品，罗姆将650V耐压和150V耐压产品纳入了产品阵容。

同时还配套提供可最大限度地发挥GaN HEMT性能的模拟IC。

罗姆的EcoGaN™（GaN HEMT）概要

在GaN元器件中尤其实现了低损耗的
650V GaN HEMT“GNP系列”

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0

导通损耗
开关损耗

损
失
比
例

98

97

96

95

94

93

92

91

90

89

88
0 1 2 3 4

效
率

[％
]

输出电流[A]

EcoGaNTM元器件（GaN HEMT）

条件
半桥电路拓扑
VIN=48V, VOUT=12V, fsw=1MHz

功率元器件的性能指标
“FoM值”比较

大幅度降低
损耗

EcoGaN™（罗姆的GaN HEMT）开关时的损耗指标Ron･Qg约为Si-MOSFET的
1/20，因此可大幅降低开关损耗。

即使在进行1MHz的高速开关时，也可大幅抑制开关损耗，实现高效率动作，因此
可将线圈、电容器乃至整个系统小型化。

与其他公司产品相比，650V GaN HEMT“GNP系列”实现了优异的FoM（Figure 

of Merit：品质因数）值，能以更低的损耗进行开关动作。
150V GaN HEMT“GNE系列”具有即使发生过冲电压也不会出现问题的额定电压裕
度，有助于实现电路的高可靠性。

High
Performance

Ron* Ciss

GNP系列Company A Company B

10.0R
on

* 
C

is
s

0.0

20.0

30.0

GNP系列Company A Company B

R
on

* 
C

os
s

Ron* Coss

Performance index: FoM
FoM = Ron × Ciss or Ron × Coss

・Low Ron→ low DC loss
・Low Cap. → low switching loss

与Si-MOSFET相比，
可大幅度降低开关损耗。

即使是1MHz高速开关的
DC-DC电源电路也可实现高效开关

半导体特性比较
GaN和SiC相同，用于功率元器件时，
是一种极具潜力的材料。

GaN （Gallium Nitride: 氮化镓)

＝一种化合物半导体材料

功率元器件性能比较（在650V耐压段比较）

尤其是高速开关特性出色，因此可以实现Si-MOSFET所无法实现的
高速动作，为系统的高性能化做贡献。

HEMT

＝一种晶体管元件结构

High Electron Mobility Transistor：
高电子迁移率晶体管

Si SJ MOSFET*4 SiC MOSFET GaN HEMT

耐压范围
比较耐压条件
支持大电流
高速开关特性
- Ron･Qg*1

- 开关速度
- Qrr*3

600V～数kV

650V

○
○

0.63

2

0.25µC

～650V

650V

△
◎
0.1

10

0nC

500V～1kV

650V

○
△
1*2

1*2

0.73µC

*1 表示开关特性的指数。数值越小，开关性能越好。
*2 以Si SJ MOSET的Ron･Qg和开关损耗为1。
*3 根据PN连接的寄生电容，在反向恢复时间内流过的电荷量。数值越小，开关性能越好。
*4 表示Super Junction MOSFET。

1.12

11.7

0.3

1

1,350

1.5

3.2

9.66

3

2

720

4.5

3.4

8.9

3.3

2.5

900

2～3

Si 4H-SiC GaN

禁带宽度(eV)

介电常数

绝缘击穿场强(MV/cm)

电子饱和速度(107 cm/s)

块体中的电子迁移率(cm2/Vs)

热导率(W/cm・K)

●宽禁带宽度　●绝缘击穿场强较大　●电子饱和速度高

从SiC功率元器件的先进制造商，
到GaN功率元器件阵容产品

实现了8V栅极、源极额定电压的
150V GaN HEMT“GNE系列”

*以Si-MOSFET的损耗为1

Si-MOSFET EcoGaNTM元器件
（GaN HEMT）

SiC Related Product GaN Peripheral IC Si Power Device SiC Power Device SiC Peripheral IC GaN Power Device 

“EcoGaN™”是ROHM Co., Ltd.的商标或注册商标。 “EcoGaN™”是ROHM Co., Ltd.的商标或注册商标。

电源转换效率开关损耗比较GaN HEMT

栅极、源极额定电压比较

VGS额定: 8V

EcoGaNTM

元器件
（GaN HEMT）
「GNE系列」

普通产品
GaN HEMT
VGS额定: 6V

栅极
驱动电压
5V

过冲电压

0V

-2V

-4V

2V

4V

6V

8V

10V

VDS

VGS

OFF ON

320ns280ns240ns200ns

VGS波形（硬开关）

即使是1MHz的高频段，
也能达到96.5％以上的
电源效率

2.0

0.0

6.0

10.0

8.0

4.0

3.1
3.9 4.614.2

11.2

19.9

GaN功率元器件

https://www.rohm.com.cn/products/gan-power-devices/gan-hemt?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=67P7390
https://www.rohm.com.cn/products/gan-power-devices/gan-hemt?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=67P7390#parametricSearch
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GaN HEMT用栅极驱动器IC产品阵容

GaN HEMT Power Stage IC产品阵容

型号 驱动类型

BD2311ANVX-LB

BD2311ANVX-C

BD2312AGWL-LB

BD2122MUF-LA

BM6GD11BFJ-LB

Single-channel Driver

Single-channel Driver

Single-channel Driver

Half-Bridge Driver

Isolated Single-channel Driver

4.5 to 5.5

4.5 to 5.5

4.5 to 5.5

4.5 to 5.5

4.5 to 5.5

5.4/2.7

5.4/2.7

5.4/2.7

3.5/7.0

+3.0/−3.0

3.4/3.0

3.4/3.0

3.4/3.0

22/22

50/50

1.25

1.25

1.25

10

65

—

YES

—

—

—

SSON06RX2020
2.0×2.0×0.6(Max)

SSON06RX2020
2.0×2.0×0.6(Max)

UCSP50L1C
1.2×0.8×0.57(Max)

VQFN016FV3030
3.0×3.0×1.0(Max)

SOP-JW8
6.0×4.9×1.6(Max)

输入侧电源电压
[V]

输出电流
(Typ)[A]

延时开启/关闭
(Typ)[ns]

最小输入脉宽
(Typ)[ns]

封装
[mm]

支持车载
AEC-Q100

GaN HEMT用控制器IC产品阵容

型号 拓扑 开关频率

BM85060FV-LB

BM85080FV-LB

BD9JZ01MUV-LB

Totem Pole PFC (CRM)

LLC

Buck

8.0 to 36

8.0 to 30

4.0 to 100

Up to 650

Up to 650

0.8 to 60

25kHz to 2MHz

25kHz to 2MHz

100kHz to 3MHz

250

150

9

—

—

—

SSOP-B20
6.5×6.4×1.45(Max)

SSOP-B20
6.5×6.4×1.45(Max)

VQFN024V4040
4.0×4.0×1.0(Max)

输入侧电源电压
[V]

HV输入电压
[V]

静态电流
[µA]

封装
[mm]

支持车载
AEC-Q100

型号 漏极引脚电压
(Max)[V]

封装

BM3G015MUV-LB
BM3G007MUV-LB

650

650

450

650

150

180

150

70

11/15

12/15

VQFN046V8080

VQFN046V8080

−0.6 to 30

−0.6 to 30

6.25 to 30

6.25 to 30

输入电压范围
[V]

电源端子电压
[V]

导通电阻
(Typ)[mΩ]

延时开启/关闭
(Typ)[ns]

电源端子
工作电流
(Typ)[µA]

电源端子
静态电流
(Typ)[µA]

VQFN046V8080
8.0×8.0×Max 1.0[mm]

技术支持

GaN HEMT Power Stage IC（GaN HEMT + 栅极驱动器）

可将现有硅MOSFET的元件体积缩小99%的IC

为了最大限度地发挥GaN HEMT和GaN HEMT的性能，罗姆的GaN HEMT 

Power Stage IC将经过优化的栅极驱动器实现了一体化封装，为需要高功率

密度和高效率工作的所有电子系统提供出色的解决方案。此外，还适用于

2.5V～30V的较宽驱动电压范围，因此可与各种控制器 IC组合使用。由于这

些特点，还可用来替换Si-MOSFET等传统的分立式功率元器件。

GaN HEMT用栅极驱动器IC

为了在应用中最大限度发挥元器件的性能，功率元器件需要接收适

当的驱动信号。

罗姆备有各种用于驱动GaN HEMT的栅极驱动器IC系列。例如，

BD231x在驱动GaN HEMT中，不仅支持最小1.25ns的窄脉冲高速

开关，而且还采用罗姆自有的过冲抑制电路，确保了GaN的可靠性。

与罗姆的150V GaN HEMT“GNE系列”组合使用，可确保极高的工

作可靠性。

GaN HEMT用控制器IC

在电源应用中采用功率元器件时，所需的控制信号和功能根据电源拓扑而异。

罗姆齐备有适合使用GaN HEMT的各种电源拓扑的控制器IC系列产品。尽管这些控制器IC比其他公司产品小，但却实现了2MHz的高速开关和100μA级

的低静态电流，支持GaN HEMT的高效工作。

Si-MOSFET+
散热片

元件体积
最大可缩小99%

GaN HEMT
Power Stage IC

BM3G0xxMUV-LB系列的框图

栅极钳位电路

EMI
控制

温度保护
电源保护LDO

高速、宽电压范围接口 驱动器

向GaN HEMT
输出稳定的
最佳驱动信号

栅极驱动用驱动器

GaN
HEMT

附加功能（＋外围元件）

VDD D

S

IN

Analog
Technology

Power
Technology

×

除了有助于节能和小型化的GaN功率元器件外，
产品阵容中还纳入了可最大限度发挥元器件性能的栅极驱动器和控制器。

 G
at

e 
V

ol
ta

ge
  [

1V
/d

iv
]

Time [2ns/div]

5

0

1.25ns

BD231x最小栅极输入脉冲宽度特性

Spec.

Max Power

Size

Peak Ef�ciency

Input Voltage

Output Voltage

Output Current

Value

240W

210mm × 75mm

97.8% @230Vac

90 to 264 Vac

395V

0.6A

Spec.

Max Power

Size

Power Density

Peak Ef�ciency

No-load power consumption

Input Voltage

Output Voltage

Value

100W (convection)

104mm × 53mm × 23mm

1.18W/cc = 19.5W/inch3

95.0% @230Vac

< 0.3W

90 to 264 Vac

24V

GaN HEMT Power Stage IC

通过一体化封装，
消除了繁琐的GaN HEMT驱动调整

BM3G007MUV-EVK-002 GNP2130TEC-EVK-001
240W PFC BM3G007MUV 评估板 100W PFC+LLC GNP2130TEC 评估板

Gate Driver IC for GaN HEMT

Controller IC for GaN HEMT

SiC Related Product GaN Peripheral IC Si Power Device SiC Power Device SiC Peripheral IC GaN Power Device SiC Related Product Si Power Device SiC Power Device SiC Peripheral IC GaN Power Device GaN Peripheral IC

“EcoGaN™”是ROHM Co., Ltd.的商标或注册商标。

5V driving
Driver：BD2311ANVX-LB

GaN：GNE1040TB (EcoGaN™)

Gate Resistor：0Ω

能以纳秒级驱动GaN HEMT

GaN功率元器件 GaN元器件周边IC

https://www.rohm.com.cn/products/gan-power-devices/gan-hemt-power-stage-ics?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=67P7390
https://www.rohm.com.cn/reference-designs/refacdc047?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=67P7390
https://www.rohm.com.cn/products/power-management/gate-drivers/gan-gate-drivers?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=67P7390
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IGBT

Power Application Scopes in Transistors

罗姆不同形态IGBT

产品的电压分类

IGBT晶圆Field Stop Trench 

IGBT分立式元器件、
产品示例

系列名称 代数 支持车载 SCSOA Lineup Summary高速开关VCE(sat) (Typ)

High Speed Fast Switching
RGW/RGWS series

High SCSOA guaranteed
RGA series

High SCSOA guaranteed
RGS series

3rd Gen

4th Gen

2nd Gen

AEC-Q101

AEC-Q101

AEC-Q101

Best in Class:
Min 1.5V

Best in Class:
1.65V

1.65V

1.7V

—

Best in Class:
10μs

Best in Class:
10μs

8μs

650V
20 to 75A@100˚C

650V
15 to 75A@100˚C

1,200V
15 to 40A@100˚C

1,200V
15 to 40A@100˚C

✓

—

—

—

第4代IGBT“RGA系列”产品阵容（VCE(sat)/VF = 1.65V）

产品形态 VCES[V] TO-247-4L（确保爬电距离）
IGBT IGBT with built-in FRD IGBT IGBT with built-in FRD

TO-247NIC[A] TC=100˚C

分立式元器件 1,200

封装

32

49

54

69

RGA30TRX2HR

RGA50TRX2HR

RGA60TRX2HR

RGA80TRX2HR

RGA30TRX2EHR

RGA50TRX2EHR

RGA60TRX2EHR

RGA80TRX2EHR

RGA30TSX2HR

RGA50TSX2HR

RGA60TSX2HR

RGA80TSX2HR

RGA30TSX2EHR

RGA50TSX2EHR

RGA60TSX2EHR

RGA80TSX2EHR

产品形态 VCES[V] IC/If[A] *nominal IGBT Bare Die FRD for IGBT Bare Die

裸片 1,200 10  to 200 SG84xxWN SH22xxWN

TO-247

3.9mm

580V

2.7mm

380V

7.8mm

1,100V

0

5

10

15

1 1.5 2 2.5

Conditions: VCC=600V, IC=xxA, VGE=15/0V, Rg=10Ω, Tj=25˚C
Inductive Load Switching(L=500μH)

RGA系列
TO-247-4L
(RGA80TRX2E)

To
ta

l S
w

itc
hi

ng
 lo

ss
, E

S
W

 [m
J]

Collector to Emitter saturation Voltage, VCE(sat) [V]

High

Efficiency!

IC=40A

IC=20A

IC=60A

“EcoIGBT™”是ROHM Co., Ltd.的商标或注册商标。

*因组件的热特性而异。

分立式元器件
600V

650V

1,200V

1,800V

Field Stop Trench IGBT
Ignition IGBT FRD for IGBT Module

裸片
600V

650V

1,200V

1,800V

400V

430V

650V

1,200V

★ 4th Gen RGA80TRX2E
● 2nd Gen RGS80TSX2D
● Company A 
● Company B

封装

爬电距离

适用电压
（PD2）

G C E

C

PE KE

G

PE KE

C G

其他公司
TO-247-4L

罗姆
确保爬电距离
TO-247-4L

第4代IGBT

1,200V产品中新推出超高性能IGBT，不仅适用于车载、
具有低损耗、高短路耐受性等特点，还考虑了爬电距离
罗姆开发出了Field Stop Trench IGBT的最新第4代产品“RGA系列”。“RGA

系列”是对具有高短路耐受性等高可靠性特点的上一代RGS系列的改进，实现

了业内超低开关损耗性能。此外，还以考虑了爬电距离的封装实现了产品化，非

常适合要求可靠性的高电压应用。

特  点

●低VCE(sat)和低开关损耗为高效率化做贡献
●符合AEC-Q101（分立式）、
　保证10μs的高短路耐受性的高可靠性产品
●考虑了爬电距离的TO-247-4L封装
●以分立式和裸片的产品形态供应

IGBT
从裸片到分立式元器件再到模块，
以丰富多样的产品形态扩大市场份额
随着汽车电动化的推进，有别于SiC MOSFET，车载电动压缩机和HV加热器（PTC加热器）对IGBT的需求不断增加，罗姆的IGBT也得到了

广泛使用。

作为有助于实现社会生态系统的EcoIGBT™品牌产品，罗姆提供广泛被应用于车载领域和工业设备领域的Field Stop Trench IGBT以及车

载点火器用的Ignition IGBT系列产品。

尤其是Field Stop Trench IGBT产品阵容庞大，除了分立式元器件，还包括 Bare Die（裸片）和IGBT-IPM等IGBT模块。

此外，还齐备有用于IGBT模块的二极管，以可满足客户需求的丰富多样的产品形态从而扩大了市场份额。

实现了业内超低VCE(sat)和
超低开关损耗性能

减轻爬电距离应对措施负担的
罗姆支持高电压封装

RGA系列通过降低集电极到发射极的饱和电压和总开关损耗，有助于应用的高效化。

RGA系列采用确保爬电距离的TO-247-4L封装，对于电压高至800V等的车
载应用，可以减轻爬电距离应对措施的负担。

SiC Related Product GaN Peripheral ICSiC Power Device SiC Peripheral IC GaN Power Device Si Power Device 

Si功率元器件

https://www.rohm.com.cn/products/igbt?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=67P7390
https://www.rohm.com.cn/products/igbt/field-stop-trench-igbt?page=1&PS_IgbtType=A:%20For%20inverter%20(tsc%207-10%C2%B5s)|E:%20For%20inverter%20(tsc%205%C2%B5s)&utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=67P7390#parametricSearch
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参考板名称 型号 产品类别 数据表 SPICE Thermal Model ROHM
Solution SimulatorLTspice®

REF66011_PCB RGS80TSX2DHR Link ✓ ✓ ✓ ✓Field Stop
Trench IGBT

IGBT-IPM产品阵容（PWM输入频率fc ≤ 20kHz）

型号 规格 封装

BM63373S-VA
BM63373S-VC
BM63573S-VA
BM63573S-VC
BM63374S-VA
BM63374S-VC
BM63574S-VA
BM63574S-VC
BM63375S-VA
BM63375S-VC
BM63575S-VA
BM63575S-VC
BM63377S-VA
BM63377S-VC
BM63577S-VA
BM63577S-VC
BM63587H-VA
BM63589H-VA

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Automotive

Automotive

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

10

10

10

10

15

15

15

15

20

20

20

20

30

30

30

30

30

50

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

TSD/VOT

TSD/VOT

VOT

VOT

TSD/VOT

TSD/VOT

VOT

VOT

TSD/VOT

TSD/VOT

VOT

VOT

TSD/VOT

TSD/VOT

VOT

VOT

VOT

VOT

33

33

33

33

41

41

41

41

44

44

44

44

50

50

59

59

83

357

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.45

1.45

1.45

1.45

1.4

1.4

1.4

1.4

1.55

1.6

HSDIP25

HSDIP25VC

HSDIP25

HSDIP25VC

HSDIP25

HSDIP25VC

HSDIP25

HSDIP25VC

HSDIP25

HSDIP25VC

HSDIP25

HSDIP25VC

HSDIP25

HSDIP25VC

HSDIP25

HSDIP25VC

HSDIP25HT

HSDIP25HT

VCES

[V]
IC
[A]

Vce(sat) 

[V]
绝缘耐压*1

[Vrms]
集电极损耗*3 

[W]温度保护功能*2

*1：AC60Hz, 1min.、使用凸型散热片时绝缘耐压为2500Vrms  *2：TSD =热关断电路，VOT = 模拟温度输出电路  *3：每个元件

HSDIP25
38.0×24.0×3.5[mm]

HSDIP25VC
38.0×24.0×3.5[mm]

HSDIP25HT
38.0×24.0×3.5[mm]

LTspiceⓇ是Analog Devices, Inc.的注册商标。

IGBT-IPM
通过一体化封装实现电机驱动

UVLO : 防止电源电压过低时误动作
SCP   : 短路电流保护
TSD   : 热关断
VOT   : 模拟温度输出

保护电路
GND
VOT

CIN
FO

LVCC
LINW

LINU
GND

HVCC

VBW

VBV

VBU

NW

NV

NU

W

V

U

P2

3

4

8
9

11

15

17
16

18

19

20

21

22

23

24

14

･UVLO, SCP, TSD, VOT
･Fault 信号输出

･自举二极管电流限制功能
･浮动电源UVLO

･低损耗Field Stop Trench IGBT
･超低VF快速恢复二极管

内部电路图

･快速恢复二极管

Motor
5
6
7HINW

HINV
HINU

10

12
13

LINV 11

MCU

不会产生发动机废热的电动汽车采用PTC加热器作为制暖用的热源，通过迅速使温度达到

适宜温度来实现行驶稳定性和车内的舒适性。

PTC加热器还用作放电电路，以确保高压电池的安全。

该参考设计由罗姆与汽车电子解决方案供应商Intron Technology公司联合开发，将

1,200V耐压40A的IGBT (RGS80TSX2DHR)用于对PTC元件的通断控制。

高压PTC加热器参考设计
“REF66011”

Board Number

规格

输入电压（低电压）

输入电压（高电压）

输出功率

基板尺寸

规格

REF66011_PCB

Automotive

9V to 16V

250V to 470V

7kW

120mm × 90mm

相关仿真电路（ROHM Solution Simulator） 

PTC加热器的热电路仿真

High Voltage PTC加热器

Designed by

主要产品

应用

Intron Technology公司官网

特  点

●将IGBT、FWD（Free Wheeling Diode）、
　自举二极管、栅极驱动器集成到一个封装中
●将从10A到50A、封装尺寸和引脚布局相同的产品纳入了产品阵容
●丰富的保护电路（短路电流保护、热关断电路、模拟温度输出电路）和
　保护电路工作时的FAULT信号输出功能

IGBT +栅极驱动器

PTC elements

IGBTs

Current detection

Thermal measurement unit
(only for simulation)

提高温度监测精度 ±2℃@90℃

2.5  

Gen.2→以往产品
Gen.3→BM63374S-VA

±2°C

2.0  

3.0  

3.5  

75 80 85 90 95 100 105 

温度[°C] 

提高温度监测精度
监
测
电
压

[V
]

将LVIC内置的温度监测的
精度提高至±2℃＠90℃，
可替换外接热敏电阻

SiC Related Product GaN Peripheral ICSiC Power Device SiC Peripheral IC GaN Power Device Si Power Device 

提高EMI特性

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

30 300 

Gen.2→以往产品
Gen.3→BM63374S-VA

EMI

Frequency[MHz] 

辐
射
噪
声

 [d
B

µV
/m

]

通过优化
IGBT、FRD
提高EMI特性

高压PTC加热器
参考设计“REF66011”

IGBT-IPM是除了IGBT外，还将电机驱动所需的栅极驱动器、周

边电路等集成在一个封装内的产品。支持根据应用进行IGBT优

化设计。

Si功率元器件

Low Side Gate Driver
(LVIC)

High Side Gate Driver(HVIC)

Inverter Part (IGBT and FWD)

High Side

Gate Driver

(HVIC)

Low Side

Gate Driver

(LVIC)

Bootstrap Diodes

https://www.rohm.com.cn/products/ipm/igbt-ipm?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=67P7390
https://www.intron-tech.com/en/index.php?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=67P7390
https://www.rohm.com.cn/reference-designs/ref66011?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=67P7390
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100,000

1,000

10,000

10 100 1,000 Operating
Frequency[kHz]

Power Capacity[VA]

Onboard Charger

Air Conditioner

Electric Compressor

EV

UPS

EV Charging Station

Solar Power

SiC MOSFET

IGBT

GaN HEMT

Refrigerator

Industrial Robot

Server

Wireless Router
Adapter

Si MOSFET
(Super Junction MOS)

Power Application Scopes in Transistors

R600xEND4

R600xKND4

R600xJND4

R60xxENJ

R60xxKNJ

R60xxJNJ

R60xxYNX3

R60xxVNX3
（高速开关）

R60xxENX

R60xxKNX

R60xxYNX

R60xxJNX

R60xxVNX
（高速开关）

R60xxENZ

R60xxKNZ

R60xxYNZ

R60xxJNZ

R60xxVNZ
（高速开关）

R60xxENZ4

R60xxKNZ4

R60xxYNZ4

R60xxJNZ4

R60xxVNZ4
（高速开关）

R60xxEND3

R60xxKND3

R60xxYND3

R60xxJND3

R60xxRND3
（低噪声）

R60xxVND3
（高速开关）

600V耐压Super Junction MOSFET产品阵容

表面贴装型

封装

插件型

低噪声

规格

高速开关

内置高速二极管
（PrestoMOS™）

SOT-223-3 DPAK/TO-252 D2PAK/LPTS TO-220AB TO-220FM TO-3PF TO-247

*罗姆的Super Junction MOSFET系列除了600V外，还备有650V和800V系列产品。详情请参阅罗姆官网。  ：第3代  ：第4代

6.5×7.0×Max 1.8[mm] 6.6×10.0×Max 2.4[mm] 10.1×13.1×Max 4.7[mm] 10.16×29.07×4.44[mm] 10.1×29.07×4.7[mm] 15.5×43.8×5.5[mm] 15.94×41.02×5.02[mm]

“PrestoMOS™”是ROHM Co., Ltd.的商标或注册商标。

追求低损耗、内置高速二极管（PrestoMOS™）的高速开关型“R60xxVNx”系列

也追求使用便利性、内置了高速二极管（PrestoMOS™）的低噪声型“R60xxRNx”系列

罗姆不仅齐备有SiC MOSFET和GaN HEMT等采用了新材料的功率晶体管，

还备有在市场上使用了多年的各种Si Power MOSFET丰富产品阵容。

其中，高耐压的Super Junction MOSFET属于EcoMOS™品牌产品，

具有低噪声和高速开关等特点，有助于构建社会生态系统。

导通电阻、反向恢复时间性能比较 开关损耗比较

开
关
损
耗

 E
o

n[
µ

J]

1600

1500

1400

1300

1200

1100

1000

900

800
50 100 150 200 250 300 350

R60xxVNx系列

普通产品

ID=15A

导
通
电
阻

[m
Ω

]

140

130

120

110

100

90

实现比同类普通产品更低的
导通电阻和业内超短反向恢复时间

与TO-220FM等效封装的比较@ID=30A

降低
约17%

100 110 120 130 140 150

反向恢复时间[ns]

R60xxVNx系列
普通产品

R60xxVNx系列

与普通产品相比
最多降低20％

dIF/dt[A/µs]

与同类普通产品相比，
开关损耗降低约17%

“EcoMOS™”是ROHM Co., Ltd.的商标或注册商标。

I F 
[A

]

开关时流经内置二极管的电流波形
8
7
6
5
4
3
2
1
0

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

-10
-100 -50 0 50 100 150

4A产品的比较

测量点：Rg (Ω) = 5、10、50、100、200の5点（从左起依次）

时间[ns]

1
实现业内超短的

40ns反向恢复时间 (trr)

IF=4A、di/dt=100A/µs

「R6004RND3」

以往产品

2
实现了业内
超低噪声特性

应用优势：改善噪声和损耗的权衡关系
（本公司测量条件下40MHz时的比较）

噪
声
特
性（
光
谱
强
度
）[

d
B

]

开启时的开关损耗[µJ]

40 60 80 100 120 140

-50

-60

-70

-80

-90

「R6004RND3」

以往产品

普通产品A

普通产品B

Good

1
与具有同等噪声特性Rg的

普通产品相比，
可降低开关损耗约30％

2
与具有同等开关损耗Rg的普通产品相比，

可降低噪声约15db

Si Power MOSFET

Super Junction MOSFET的技术和特点
元器件技术：改进了内置二极管反向恢复特性的
高速trr MOSFET“PrestoMOS™”

小型化技术：考虑了可置换TO-252的
小型SOT-223-3封装

反向恢复时间与功率损耗的关系

时间

电流
开关ON 开关OFF

反向恢复时间

反向恢复时间

0

PrestoMOSTM

反向恢复时间短
不必要的功率损耗（面积）小

普通的
SuperJunction

MOSFET

比较TO-252和SOT-223-3的占板面积

TO-252

SOT-223-3
R600xEND4/
R600xKND4/
R600xJND4 系列

TO-252焊盘图案
可原样使用
即使是小型封装，
接合温度也没有问题
*（0.25W时）的温度上升仅2.8℃

Super Junction MOSFET
注重实用性的产品阵容
罗姆的Super Junction MOSFET不仅注重应用的节能化，而且注重了使用便利性。

根据低噪声等不同的规格类型，齐备有各种导通电阻和封装类型的丰富产品阵容。

特  点

●优异的A·Ron性能（Ron比以往产品降低40%）
●产品按低噪声型、高速开关型、高速二极管内置型系列化
●提供从SOT-223到TO-247的丰富封装产品

面积减少31%

厚度减少27%

与 IGBT一起在市场上常年使用的硅功率元器件

SiC Related Product GaN Peripheral ICSiC Power Device SiC Peripheral IC GaN Power Device Si Power Device 

高性能

Si功率元器件

https://www.rohm.com.cn/support/super-junction-mosfet?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=67P7390
https://www.rohm.com.cn/products/mosfets/high-voltage/nch-500-to-650v-super-junction?page=1&DrainSourceVoltage_num=600.0&utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=67P7390#productFamily
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MOS-IPM产品阵容（PWM输入频率fc ≤ 20kHz）
型号 规格 封装

BM65364S-VA
BM65364S-VC
BM65374S-VA
BM65374S-VC
BM65375S-VA
BM65375S-VC

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

600

600

600

600

600

600

15

15

15

15

20

20

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

TSD

TSD

TSD

TSD

TSD

TSD

62

62

TBD

TBD

62

62

120

120

110

110

85

85

HSDIP25

HSDIP25VC

HSDIP25

HSDIP25VC

HSDIP25

HSDIP25VC

VDSS

[V]
ID
[A]

Ron
[mΩ]

绝缘耐压*1

[Vrms]
漏极损耗*3 

[W]温度保护功能*2

*1：AC60Hz, 1min.、使用凸型散热片时绝缘耐压为2500Vrms   *2：TSD =热关断电路   *3：每个元件

HSDIP25
38.0×24.0×3.5[mm]

HSDIP25VC
38.0×24.0×3.5[mm]

PrestoMOS™+栅极驱动器

内部电路图

VDS-ID的特点

14

12

10

8

6

4

2

0
1

VDS[V] 

2

BM65364S-VA

1.50.50

IGBT-IPM

ID
[A

] 

Condition
Tj=25°C
APF : Annual Performance Factor
IPLV : Integrated Part Value Load
SEER : Seasonal Energy Ef�ciency Ratio

降低
约76％

降低稳定工作时的损耗，
提高空调节能指数
（APF, IPLV, SEER）

特  点

●将PrestoMOS™、自举二极管、
　栅极驱动器集成到一个封装中
●丰富的保护电路（短路电流保护、热关断电路)和
　保护电路工作时的FAULT信号输出功能

MOS-IPM
相比IGBT-IPM，可大幅度降低空调稳定运转时的损耗
MOS-IPM是除了MOSFET外，还将电机驱动所需的栅极驱动器、周边电路等集成在一

个封装内的产品。输出段MOSFET中使用PrestoMOS™，可在低电流区域实现低功耗。

“PrestoMOS™”是ROHM Co., Ltd.的商标或注册商标。

BM65364S-VA

Lo
ss

(w
)

二极管的反向恢复损耗
开关损耗（OFF）
开关损耗（ON）
二极管的导通损耗
MOS和IGBT的导通损耗

IGBT-IPM

与IGBT-IPM的功率损耗比较

功率损耗
降低
约43%

SiC Related Product GaN Peripheral ICSiC Power Device SiC Peripheral IC GaN Power Device Si Power Device 

Condition
Ta=25°C
P=400V, Vcc=15V
fc=5kHz, 2Arms
cos ø=0.8
modulation ratio=1
3-phase modulation
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UVLO : 防止电源电压过低时误动作
SCP   : 短路电流保护
TSD   : 热关断

保护电路
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･快速恢复二极管

･高速trr

 Super Junction MOSFET
･超低VF体二极管

･自举二极管电流限制功能
･浮动电源UVLO

･UVLO, SCP, TSD
･Fault 信号输出

Si功率元器件
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产品目录

罗姆官网
罗姆官网提供数据表等产品资料、应用笔记等技术资料、

各种设计工具以及有助于开发和学习的各种参考资料。

除了搜索产品，也希望在信息收集时为您提供帮助。

例) 电阻器
 电源IC

轻松搜索产品

电子小百科
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  1) 本资料中的内容旨在介绍ROHM集团（以下简称“ROHM”）的产品。在使用ROHM产品之前，请务必另行确认最新版的技术规格书或产品规格书。
  2) ROHM的产品是面向普通电子设备（AV设备、OA设备、通信设备、家电产品、娱乐设备等）或技术规格书中指定的应用领域而设计和制造的。因此，如果要在要求极高可靠性、产品故障或误动作可能会危及人的生命、造成人身危害
       或损害，或可能造成其他严重损害的设备或装置（包括医疗设备、运输设备、交通设备、航空航天设备、核电控制装置、燃料控制、含汽车配件在内的车载设备、各种安全装置等）（以下简称“特殊用途”）中使用ROHM产品，请事先　    
        咨询ROHM销售部门。如果未经ROHM事先书面同意而将ROHM产品用于特殊用途，因此造成的客户或第三方的任何损害，ROHM不承担任何责任。
  3) 含有半导体的电子产品存在一定的误动作或故障概率。客户有责任采取Fail Safe设计等安全对策，来避免万一发生误动作或故障时对人的生命、身体或财产造成危害或损害。
  4) 本资料中出现的应用电路示例和常数等信息仅用于说明ROHM产品的标准工作和使用方法，并非明示保证或默示保证在实际应用设备中的工作。因此，在客户设备的设计过程中使用这些电路、常数以及相关信息时，请结合各种
        外部条件自行判断并对自己的判断负责。对于因使用这些数据和信息造成的客户或第三方的任何损害，ROHM不承担任何责任。
  5) 向海外出口或提供ROHM产品和本资料中的技术时，请遵守《外汇及外国贸易法》、《美国出口管制条例》等适用的出口相关法律法规，并根据这些法律法规中的规定办理必要的手续。
  6) 本资料中的应用电路示例等技术信息和各种数据仅为示例，并非保证不侵犯与这些内容相关的第三方的知识产权及其他权利。另外，对于本材料中的信息，ROHM并未明示或默示同意客户可以实施、使用或利用ROHM或第三方
        拥有或管理的知识产权以及其他权利。
  7) 未经ROHM事先书面同意，严禁转载或复制本资料的全部或部分内容。
  8) 本资料中的内容为截至本资料发行之时的信息，如有更改，恕不另行通知。在购买和使用ROHM产品之前，请通过ROHM销售部门确认最新信息。
  9)  ROHM不保证本资料中的信息无误。万一客户或第三方因本资料中的信息错误而受损，ROHM不承担任何责任。
10) 本资料中的内容为截至2024年9月1日的信息。
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